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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets
Septiéme partie: Transistors bipolaires

Section un — Spécification particuliére cadre pour les transistors bipolaires
a tempeérature ambiante spécifiée pour amplification
en basse et haute fréquences

PREAMBULE

L Comités

1) Le} décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions tes
i s grande

d’Htudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces gde

mgsure possible un accord international sur les sujets examinés.
2) Cep décisions constituent des recommandations internationales et sont ag hationaux.

3) D4ns le but d’encourager P'unification internationale, la CEI exp'me & < ités nationau¥ adoptent
da ) i les conditions nafionales le
pe correspondante doit, dans la
mg

L3 présente norme a été préparée/par le Cogit Etudes n® 47 de la CEI: Disppsitifs a

semiconducteurs.
Cette norme est u : 1 e /cadre pour les transistors bipolaires a
température ambiant ecifié ation Jen basse et haute fréquences.

L¢ texte de cette norm

\/\RW Rapports de vote
\\(B 956 et A7(BC)983 47(BC)971 et 47(BC)1027

L¢s rapports igwés dans le tableau ci-dessus donnent toute information| sur les
votep 3t abowti. a 1’approbation de cette norme.

Lg
numgéro de

igure sur la page de couverture de la présente publication est le
gtion dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants

Autrds pyblications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:

Essais. Essai Q: Etanchéité.

191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions. (En révision.)

747-2 (1983): Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés, Deuxiéme
partie: Diodes de redressement.

747-7 (1988): Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs, Septiéme partie:
Transistors bipolaires.

747-10 (1984): Dispositifs a semiconducteurs, Dixiéme partie: Spécification générique pour les
dispositifs discrets et les circuits intégrés.

747-11 (1985): Dispositifs a semiconducteurs, Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les
dispositifs discrets.

749 (1984): Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors

Section One — Blank detail specification for ambient-rated
bipolar transistors for low and high-frequency amplification

FOREWORD

1) The fornjal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techmical o X b all
the Natijonal Committees having a special interest therein are represented, express. \a an
internatignal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye the form of recommendations for international use and they are #Cvepted b i in
that sensg.

3) In order opt
the text Any
divergen be
clearly i
This standard has been prepared by (IEC Tedhn ommittee No.47: Semiconductor

Devices.

This standard is a blank
high-freqyency amplificati

The text of this stagndard is

\W@ Reports on Voting
N
\XK(C(}ﬁ&Ga d 47(C0)983 47(C0O)971 and 47(CO)1027

Full information on\the “oting fot the approval of this standard can be found in the Votjng
Reports indi i
The QC
number in the I

-rated bipolar transistors for low dnd

ing documents:

ars on the front cover of this publication is the specificatjon
Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests. Test Q: Sealing.

191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 2: Dimensions. (Under
revision.)

747-2 (1983): Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits, Part 2: Rectifier
diodes.

747-7 (1988): Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors.

747-10 (1984): Semiconductor devices, Part 10: Generic specification for discrete devices and
integrated circuits.
747-11 (1985): Semiconductor devices, Part 11: Sectional specification for discrete devices.

749 (1984): Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Septiéme partie: Transistors bipolaires

Section un — Spécification particuliére cadre pour les transistors bipolaires

a température ambiante spécifiée pour amplification
en basse et haute fréquences

INTRODUCTION
Le Systtme CEI d’assurance de la qualité des

les| procédures d’assurance de la qualité de telle facon que le
pat un pays participant comme étant conformes i
soipnt également acceptables dans les autres pays partici

Cette spécification particuliére cagd
cadres concernant les dispositifs a semiconducteufs; eli¢
suivantes de la CEI:

- 147-10/QC 700000 (1984): émicondycteurs, Dixiéme partie:

- 147-11/QC 750100 (19 ieonducteurs, Onzieme partie:

indi ent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Idéntificati fication particuliére

[1] ’Organisme National de Normalisation sous I'autorit¢é duquel la

[2]1(Numéro TF(“Q de 1Ia Qpé(‘ifi(‘minn parﬁrn]iérp

bnctionne

conformément aux statuts de la CEI et sous son autorité steiwe est dle définir

nes livrés
\pplicable
ESsais.

iculiéres
lications

Spécification

ositifs discrets et les circuits intégreés;

Spécification

entré —crochets sur cette page et la suivante correspondent aux

sp¢cification

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information

requise par le systéme national.

Identification du composant

{5} Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére. Les
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 7: Bipolar transistors

Section One — Blank detail specification for ambient-rated
bipolar transistors for low and high-frequency amplification

INTRODUCTION

The IIEC Quality Assessment System for Electronic Components I oRera ince
with the| statutes of the IEC and under the authority of the IE is
to defing quality assessment procedures in such a manner tHa ;{;ed

ion
irfe.

by one participating country as conforming with the requi
are equdlly acceptable in all other participating countrié

This [blank detail specification is one of a for

- 747-14/QC 700000 (1984): i icesg Ra 0: Generic specification for dis¢rete

- 747-11/QC 750100 (1985)¢ 11: Sectional speciﬁcdtion for

Required information

Numbers shown \n and the following pages correspond to the folloywing
items of] 1 i h shall be entered in the spaces provided.
Identificafian ol

[1] The |name the \National Standards Organization under whose authority the dtail
specification. 1S 1Ssug
{2] The

ECQ number of the detail specification.

[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

{4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system.

Identification of the component
[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
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caractéristiques, les limites et les exigences de contrdle relatives a ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des
matériaux instables, par cxample de I'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a
observer doivent &trc ajoutées dans la spécification particuliere.

[7] Dessin d’encombrement ¢t/ou référence aux normes correspondantes pour les encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@%
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu'une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu'une valeur est a introduire dans la spécification particuliere.]
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requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, or

contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a caution statement shall be added in the
detail specification. '

{7] Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

e
&

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and shall not be included in the detail specification]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “‘x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable
(et éventuellement de Porganisme aupres duquel la spécification
peut étre obtenue).]

(1l

[N° de la spécification particuliére
1ECQ, plus n° d’é¢dition et/ou date.]
QC 750102 - ...

[2]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique: Publication 747-10 / QC 700000
Spécification intermédiaire: Publication 747-11 / QC 750100
[et références nationales si elles sont différentes.]

(3]

[Numéro national de la spécification particuliére.]
[Cette case n’a pas besoin d’étre utilisée si le numéro national
est identique au numéro 1IECQ.]

4

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR:

{51
[Numéro(s) dp type du ou des dispositifs.]
Renseignements a donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.
1. Descripfion mécanique &{l% }leﬁrip 'on\/
Référencey d'encombrement: g\ﬁa i s a température ambiante ppécifiee pour:  [6]
CEI 191-p ...... [obligatoire si disponible] et/ou nati

[s'il n'exidte pas de dessin CEL]

Dessin d’

ncombrement
[peut étre|transféré, ou donné avec plus de détails, a \Vartiole 1
de cette gorme.]

tion(s): voir article 5 de cette norme.

ttention. Observer les précautions d’'usage pou la manipulation des
DISPOSITIFS SENSIBLES AUX CHARGES EIJECTROSTATIQUES
[sil y a lieu]

Identificali

3. Catégories d’assurance de la qualite

[dessin in
symboles

[A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécif|cation générique.]

(8]

Marquagq: letires et chiffres, ou code de couleurs.]

Données de référence

{9

[La spécification particuliére doit indiquer les informations a
marquer sur le dispositif.}
[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou
Particle 6 de cette norme.}
{Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode spéciale.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette

spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI

[11 | [Number of IECQ detail specification,

(and possibly of bodyv from which specification is available). plus issue number and/or date.]

QC 750102 - ..

2

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10 / QC 7060000
Sectional specification: Publication 747-11 / QC 750100
[and national references if different.]

{31 | [National number of detail specification.]
[This box need not be used if the National number repeats
IECQ number.]

DETAIL SPECIFICATION FOR:
[Type number(s) df the relevant device(s).]
Ordering informatfion: see Clause 7 of this standard.

&

651

1. Mechanical |description

Outline refererices:

IEC 191-2 ..... [mandatory if available] and/or national

[if there is no|1EC outline.]

Outline drawing

[may be transfprred to or given with more details in Clayse

1 1t : i
of this standaid.] (< ) .
EL
: 3. Categories of assessed quality
Terminal idenfification

[drawing showjng pin assigq
including graphical svmbgls.]

N

Marking: [letigrs.and figures, or colour code]

2. Sho désc lptlo\t\\)
-Y

Observe precautions for handling
ROSTATIC SENSITIVE DEVICES [if applicpble.]

(6]

[From Sub-clause 2.6 of the generic specification.]

18]

Reference data

[The detail specification statt—prescribe—the formmatior o be

marked on the device, if any.]

[See Sub-clause 2.5 of generic specification and/or Clause 6 of

this standard.}
{Polarity indication, if a special method is used.]

9]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products

List.
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4. Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)
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Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf

spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles & I’endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer & I’article 10 de cette norme.]

Valeur
Paragraphe Parametres Symbole
min. | max.
4.1 Températures ambiantes Ly X X
4.2 Températures de stockage Toe X X
43 Tension collecteur-base: o X
Tension continue maximale collecteur-base
44 Tension collecteur-émetteur:
Spécifier une (de préférence Vego) ou plusieurs des tensiofs
Tension continue maximale collecteur-émetteur pour Veeo X
Tension continue maximale collecteur-émetteur ayec polarisatiod do Veex X
inverse spécifiée
Tension continue maximale collecteur-émejte Vees X
teur nulle
Tension continue maximale collscteur-8 Veer X
spécifiée
4.5 Tension émetteur-base: Veso X
Tension inverse.continue maxin
4.6 Ic X
4.7
4.7.1 Py = f(T) X
472 T x
wt X
5| “Caracteristiques électriques
Se reporter a l'article 8 de cette norme pour les exigences de contrdle.
[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les

caractéristiques supplémentaires éventuelles a Dendroit voulu, mais sans numéro de

paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de

répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values shall be given

at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
min. | max.

4.1 Ambient temperatures Toms X X
4.2 Storage temperatures < X X
43 Collector-base voltage: J \ X

Maximum collector-base (d.c.) voitage \/
44 Collector-emitter voltage: b

One (preferably Vego) or more of the following shall be specified; \

Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with zero base current 0 X

Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with specified re; 'CEX X

Maximum collector-emitter (d.c.) voltage with base Vers X

Maximum collector-emitter (d.c.) vol Veer X
4.5 Emitter-base voltage: Veso X

Maximum emitter-base (d.c.) reverse yoltag
4.6 Maximum collector Ic X
4.7 Power dissipation:

Any special requi
4.7.1 Maximu tal B, =f(D X
412 Maximum VigrQa Ty x

power di%' n Pt X

5. Eldettical characteristics

See Clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be

given at appropriate place but without sub-clause number(s).]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]
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BF HF

Caractéristiques et conditions a T, = 25°C
Paragraphe sauf spécification contraire Symbole |min. |max.|min. |max.| Essayé
(voir article 4 de la spécification générique)

S.1 Valeur statique minimale, en émetteur commun, du rap- hyeay X X A2b
port de transfert direct du courant pour Vg et I (ou

Ves et Ig) spécifiés, de préférence pour le courant typique
de fonctionnement (en continu ou en impulsions, comme
spécifié)

5.2 S’il y a lieu: Valeur statique maximale, en émetteur com- haeqy X X A2b
mun, du rapport de transfert direct du courant dans les
mémes conditions qu’au paragraphe 5.1 (en continu ou

€N 1mpuisions, comme Speciiic) \
53 Sl y a lieu: Valeur statique minimale, en émetteur com- \(—
mun, du rapport de transfert direct du courant (en < ( \
continu ou en impulsions, comme spécifié): </\
513.1 — pour dispositifs & fort signal (drivers): & faible ¥V et Pk X \\\/ C2b
fort I. \ \v>
5[3.2 — pour dispositifs 4 faible signal (préamplificateurs): Vg 1EG e \ X C2b
spécifiée et faible I
54 Pour les transistors appariés contenus dans le méme ED ~ N\ "% \/ A2b
tier: Rapport des valeurs statiques des rapports de tfans- 152) >
fert de courant direct en émetteur commun, a Vg bt I¢ \/ ’
spécifies, de préférence 2 la tension et au coupanh typi
ques de fonctionnement (note) P
515 Fréquence de transition minimale \_J/ % C2a
cifiés J x A4
516 fr X Ad
57
avec emetteur Tesonn X x A2b
eur limite
aximal, pour des Tcexany X X A2b
Ieeray X X A2b
Ieesy X X A2b
Courant Tesiduel collecteur-émetteur maximal pour un Iceom X X A2b
courant de base nul, de préférence pour la valeur limite
maxtmale—4ry

Note. — Le rapport est défini comme étant la valeur la plus petite divisée par la valeur la plus grande.
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Characteristics and conditions at T, = 25°C

LF HF

Sub-clause unless otherwise specified Symbol |min. |max. |min. |max.{ Tested
(see Clause 4 of the generic specification)
5.1 Minimum value of the common-emitter static forward haey X X A2b
current transfer ratio at specified V. and I (or ¥ and
Ig), preferably at typical operating current (d.c. or pulse,
as specified)
5.2 Where appropriate: Maximum value of common-emitter Mgy X x A2b
static forward current transfer ratio under the same con-
ditions as in Sub-clause 5.1 (d.c. or pulse, as specified)
53 Where appropriate: Minimum value of the common-emit- ( \
ter static forward current transfer ratio (d.c. or pulse, as <
specified): /\ \
5.3.1 — for large-signal devices (drivers): at low V; and high ey x \\ C2
I /\ >
53.2 — for small-signal devices (preamplifiers): at specified Vg M) \\ X \v C2b
and low Ic
. . . . h \
5.4 For matched-pair transistors contained in the same case h £ XA \/ A2b
or encapsulation: Ratio of static values of common-emit- 2UEQ) \
ter forward current transfer ratio, at specified Ve and \/>
I., preferably at typical operating voltage and curren \
(note) b
55 Minimum transition frequency at specified and f C2a
X A4
5.6 Where appropriate: Maximum transitio fr X A4
the same conditions as in Sub-clause 5. )
5.7 Cut-off currents: )
At least one (preferab
specified:
Maximum collecto Icsoqy X X A2b
open-circuitg
Tcexay X X A2b|
Teeray X X A2b
Teesry X X A2b)
Méaximum colteefor-emitter cut-off current with the base Tesoqy X X A2Y
open-circuited, preferably at maximum rated Vego

Note. — The ratio is defined by

smaller value
larger value *
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BF HF

Caractéristiques et conditions a T,,, = 25°C
Paragraphe sauf spécification contraire Symbole |min. |max.|min. |max. | Essayé
(voir article 4 de la spécification générique)

5.8 Courants résiduels a haute température:

Spécifier au moins un (de préférence I.zo) des courants
suivants:

Courant résiduel collecteur-base maximal pour Vg com- Icpoy X X C2b
prise de préférence entre 65% et 85% de la valeur limite
maximale Vepo, Iz = O, et 4 haute température

Courant reésiduel collecteur-émetteur maximal, pour des Icex X X C2b

conditions spécifiées de polarisation base-émetteur pour
L mprise—de—préférence—entre—65%—et85%deta—va
L =)

leur limite maximale Vpx et 4 haute température \(

Courant résiduel collecteur-émetteur maximal avec résis- Icerey C2b
tance base-émetteur spécifiée pour Vg comprise de préfe-
rence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale

Vegr €t 4 haute température

Courant résiduel collecteur-émetteur maximal, pour une Icgs

tension base-émetteur nulle, pour Ve comprise de préfé-

rence entre 65% et 85% de la valeur limite maximale

Vees €t & haute température

Courant résiduel collecteur-€metteur maximal pour ¥n 62)

courant de base nul, pour V. comprise de préférence efi-

C2b

A

> X X C2b

(L

haute température

1.9 Courant résiduel émetteur-base ma
prise entre 50% et 100% de la vaie
Vesor Ic = o

Igg, X X A2b

Vae X X A2b

11 Pour les tra
tier: Différe

dme boi- | |Vge— Vel X A2b
dans les

12 : N dans le méme boi- 1A (Ve — X C2b
t VBEZ)'AT

> h
les, méyres ¥onditiqns que pour —2E

th E2

liey” Valeur minimale et, il y a lieu, maximale hye X X A3

ignaux Ydu rapport de transfert direct du cou-
ranfien et commun, sortie court-circuitée, pour
et I spécifiés, f= 1 kHz

b.14 Pour les™Mypes & faible bruit: Facteur de bruit maximal, F X X A4
dans des conditions spécifiées, avec Vg et I. spécifiés

5.15 Capacite maximale de sortie en base commune, pour Vg Cop X X C2a
spécifiée, I = O, f = 1 MHz

5.16 S'il y a lieu: Capacité maximale de transfert inverse en Ciae X X C2a
émetteur commun avec [z = O, Vg spécifiée et f spéci-
fiée (de préférence 1 MHz)

5.17 Sl y a lieu: Constante de temps maximale de transfert Tpe x C2a
inverse de la tension, avec I, Vg et f spécifiés

5.18 Lorsque la température virtuelle de jonction est donnée Ringamty X X
dans les valeurs limites: Valeur maximale de résistance
thermique jonction-ambiante (non vérifié dans les exi-
gences de controle) ’
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LF HF
Characteristics and conditions at T, = 25°C - -
Sub-clause unless otherwise specified Symbol |min. | max.|min. max.| Tested
(see Clause 4 of the generic specification)

5.8 Cut-off currents at high temperature:
At least one (preferably Igo) of the following shall be
specified:
Maximum collector-base cut-off current at V. preferably Icpo X X C2b
between 65% and 85% of maximum rated Vego, I = O
and at a high temperature
Maximum collector-emitter cut-off current under speci- Tcexn X X C2b
fied base-emitter bias conditions, at V. preferably be-
:.vvvunx ‘(JCI\v ﬂlld 85“1’ \}f lllal\;xllulll AGLVC‘I ;,CEX dll\; dal a
high temperature /\( \
Maximum collector-emitter cut-off current with specified Icerey X< C2b
base-emitter resistance, at Vg preferably between 65% f\
and 85% of maximum rated Vg and at a high tempera- \
ture
Maximum collector-emitter cut-off current with the base Icgszy \ \\> C2b
short-circuited to the emitter, at V. preferably between N
65% and 85% of maximum rated Vg and at a high \
temperature /\ N \,
Maximum collector-emitter cut-off current with the base e \ X > X C2b
open-circuited, at Vi preferably between 65% and 85% \,
of maximum rated Vo and at a high temperature C >

5.9 Maximum emitter-base cut-off current at o )\/ X X A2b
50% and 100% of maximum rated Vigo, Io

5.10 Where appropriate: Maximum base-emitter £ X X A2b
ferably specified under e aditi
clause 5.1 (d.c. or pulss >

5.11 For matched-pair tfa Vaer — Vaeal X A2b
or encapsulation: D)
tages, und@s

5.12 |A(VBE|_ X C2b

VBEZ)lAT

5.13 Iyye X X A3

5.14 For, low-noise t¥pes: Maximum noise factor, under speci- F X X A4
fiéds conditions at specified Ve and I¢

5.15 Maximum common-base output capacitance at specified Cop x X C2a
Veg, I = O, f=1 MHz

5.16 Where appropriate: Maximum common-emitter reverse Cie X X C2a
transfer capacitance with Iy = O and specified Vg and f
(1 MHz preferred)

5.17 Where appropriate: Maximum reverse transfer time con- T X C2a
stant with specified Iz, V3 and f

5.18 When virtual junction temperature is quoted as a rating: Ringamby x X
Maximum value of thermal resistance junction-to-ambient
(not verified under inspection requirements)
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6. Marquage
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[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case (7) (article 1)

et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7. Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum néces-

saire pour passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modeéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

— réféerence 1ECQ de la spécification particuliére avec numéro d’
le cas;

~ catégorie d’assurance de la qualité définie au paragraph
médiaire et, si nécessaire, séquence de sélection dé
méme spécification;

— toute autre particularité.]

8. Conditions d’essai et exigences de controle

né, conformément aux

sives,

Aication particuliére.]

date selon

afion inter-

de cette

t de spécifier les valgurs et les

bssals cor-

[Le choix entre ¢ ariantes doit étre fait lors de la| rédaction

[Lorsque i i | . erts par la méme spécification partjculiére, il
convien iti etXou les valeurs correspondantes sur des ligries succes-

urs identi-

ce qui suit
le 4 de la

graphe 3.7

s la spéci-
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6. Marking
[Any particular information other than that given in box () (Clause 1) ‘and/or Sub-
clause 2.5 of the generic specification shall be given here.]
7. Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless
otherwise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);

— [ECQ relerence ot detail speciiication wilh issu€ number and/or date whenm reievant;

— fategory of assessed quality as defined in Sub-clause 3.7 of se
f required, screening sequence as defined in Sub-clause 3.6 of s

— pny other particulars.]

8. Test| conditions and inspection requirements

s to
be vant
te
etail
SP

tions

ar ating
id

b the
geé 4 of
th

7 of

54

Jetail
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All tests are non-destructive (3.6.6)

— 19 —
Groupr A
Lot by lot

Inspection requirement
Conditions at T, = 25°C limits
: less otherwise specified
Inspection or test Symbol Ref. un P
P 4 (see Clause 4 of the LF HF
generic specification)
min. | max. | min. | max.
Sub-group Al
External[ visual examination 5.1.1
Sub-grodp A2a
Inoperatjve devices
ent
fied
~
Sub-grogp A2b
Cut-off furrents
At least|one of the
following:
Collectof-base cut-off current Icpoqy X X
Collectof-emitter cut-off current Tcexqy X X
Collectof-emitter cut-off current Teeray X X
q
Collectof-emitter cut-off current Tcesy X X
Collector-emitter cut-off, current I 009 Voa= [preferably Vego max.], X X
Iy %0
Static vglue of comm jrter hyed 006 3 Ve Veg) = [specified], X X X X
forward|current transfer rtio I(Ig) = [specified (preferably (note 2) (rlote 2)
typical value), d.c. or pulse as
specified (note 1)]
For ma T-031 Vee = [specified), Ic = [speci- X
containg fied (preferably at typical
encapsu operating voltage and current))
values
ward cy
Emitter{basé ,cut-off current Itso T-002 Ves = {between 50% and 100% X X
of Vego max.], I = 0
Where appropriate: Base-emit- Vae T-005 [Preferably same as for /g, X X
ter voltage in A2b (d.c. or pulse, as speci-
fied) (note 1)}
For matched-pair transistors Vegr—Vaea | T-032 Ve = [specified] I = [specified X
contained in the same case or (preferably at typical operating
encapsulation: Difference be- voltage and current))
tween base-emitter voltages
Notes 1. — See relevant conditions under Characteristics. If pulse measurement is used, the conditions should preferably

be: pulse width £, = 300 ps, duty factor 3 < 2%.

2. — Where appropriate.
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GROUPE A

Contréles lot par lot

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Limites des exigences
Conditions & T;mh = 25°C de contrdle
sauf spécification contraire
(voir article 4 de la BF HF
spécification générique)

Examen ou essai Symbole Réf.

min. | max. | min. | max.

Sous-groupe Al
Expmen visuel externe 5.1

Sols-groupe A2a

Digpositifs inopérants = 100
résiduel
atd.:
h con-
Sols-groupe A2b
Corants résiduels
Spe¢cifier au moins I'un des
coyrants suivants:
Coprant résiduel collecteur-base Iegoy X
Copurant résiduel collecteur- Teexq) X
émetteur
X X

*Coprant résiduel collecteur- Icerg
émetteur
Coprant résiduel collecteur- ES(l) = éfé .
émetteur Q
Courant résiduel gollecteur- Eo() 009 Vog = [de préférence Vogo max.), X X
émjetteur =0
= T-806 Vee(Ves) = [spécifiée] X X X X
\/ I(Ig) = [spécifié (de préfé- (note 2) (note 2)

Vale
co
fe

ur statique e

> rence valeur typique), en con-
tinu ou en impulsions, selon
spécification (note 1)]
Por les trapsi 4P - T-031 Vee = [spécifiée], I = [spécifié X
copteplisndan éme b —hz ) (de préférence a la tension et
ragp 182 au courant typiques de fonc-
de: tionnement)]
cofirant direc
copnmun
Cdurant ‘résiduel émetteur-base Igpo T-002 Ves = [entre 50% et 100% de X X
Vego max.], Io = 0
Sl y a lieu: tension base-emet- Vae T-005 [De préférence, comme pour X X
teur hyeqy de A2b (en continu ou
en impulsions, selon spécifica-
tion) (note 1)]
Pour les transistors appariés Veer—Vega | T-032 Vee = [spécifiée] I = [spécifié X
contenus dans le méme boitier, (de préférence a la tension et
différence entre les tensions au courant typiques de fonc-
base-émetteur tionnement)]
Notes 1. — Voir les conditions correspondantes dans les Caractéristiques. Si l'on utilise une méthode par impulsions, les

conditions doivent étre de préférence: largeur de I'impulsion #, = 300 ps, facteur d’utilisation & < 2%.
2. — Sl y a lieu.
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GROUPE A (suite)

N . Limites des exigences
Conditions & T, = 25°C de contrdle

Examen ou essai Symbole Réf sauf spécification contraire
' (voir article 4 de la BF HF
spécification générique)

min. | max. | min. | max.

Sous-groupe A3

Sl y a lieu: valeur en petits hyye T-021 Vee(Veg) = [spécifice], x X
signaux du rapport de transfert I(Iz) = [spécifie], (note 2)
direct de courant, sortie court- f=1KkHz
circuitée
Jous-groupe A4
Hréquence de transition fr T-041 Vee(Veg) = [spécifiée], I X
I(Ty) = [spécifié], "|[note 2}
f = [spécifiée]
Rour les types 4 faible bruit F T-008 Vee = [spécifiée], > X
seulement: Ie = [spécifié B) (dB)
Hacteur de bruit R, = [spécifiey],
f ={1 oy _comumre
Y N
Ndte 2. — S'il y a lieu. \>

O

®
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GROUP A (continued)

Inspection requirement
Conditions at T, = 25°C limits
- . less otherwise specified
Inspection or test Symbol Ref. un

P ymbo ¢ (see Clause 4 of the LF HF

generic specification)

min. | max. | min. | max.

Sub-group A3

Where appropriate: Small-signal hyye T-021 Vee(Vep) = [specified], X X
value of common-emitter short- I(Iz) = [specified], : (note 2)
circuit forward current transfer f=1kHz

ratio

Sub-graup A%

Transitjon frequency I T-041 Vee(Ver)
Ic(Ip)

[specified], SN x
[specified], [note 2}
T f = [specified]
For lo-noise types only: F T-008 | Ve = [specified], < Q x
I = [specified] (dB) \/ (dB)
Noise factor R, = [specified], x \>
f = [1 kHz, or as

specified
pe 2/\ =

Note 2. }— Where appropriate. %\ \/
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GROUPE B

Controéles

lot par lot

(dans le cas de la catégorie I, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification
LSS = limite supérieure de la spécification

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

} du groupe A

747-7-1 © CEI

Conditions a T,, = 25°C
sauf spécification contraire

Limites des exi-
gences de contrdle

Essai cyclique de chale

(D)

N
A
S

Examen ou essai Symbole | Réf. (voir article 4 de la spécification
générique) min, max.
Seus-groupe Bl
Djmensions 422, fVoir afticle 1 de
) ann. B \cet norme]
Sous-groupe B3 v
Rpbustesse des sorties.
Si| applicable:
| Pliage (D) 749, Force = ir 7 4 Pas de dgtérioration
I, 1.2 /\
Sous-groupe B4 \)
Squdabilité 7?\,4( '\& inAde somre préference] Mouillage correct
II,
N
Seous-groupe B5 \
Variations rapides de température, L 7 T
111, ombire de cycles =
syivies de:
a) Pour les dispositifs sans ité — sai\Pb, variante 2, sévérité 55 °C,

nomabre de cycles

LSS

avec les mesures finaleg: note 3] \\/
®| courant résiduel
®| rapport de t ert LIS LSS
rant [note 4]
b} Pour les dispositi
749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4 combi-
111, 7 nés avec essai Qc, 68-2-17
S
E 747-2, Polarisation en inverse ou: durée en
\% fonctionnement [a |haute
(Dissipation de puissance = 80% a templérature]
100% de P, max.)
a
j [note 3]} 2LSS
rapport) de transf¥rt direct de cou- haregy 0,8 LIS | 1,2LSS
rant [note 4]

Sous-groupe RCLA

Informations par attributs pour B3, B4, BS et B8

Notes 3. — Spécifier un courant résiduel a partir du sous-groupe A2b, de préférence Icpoq).
4. — Lorsqu’il est indiqué en A2b.
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Grour B

Lot by lot

(in the case of category I, see the generic specification, Sub-clause 2.6)

LSL = lower specification limit
USL = upper specification limit

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

} from group A

Conditions at T,,, = 25°C
unless otherwise specified

Inspection require-
ment limits

Inspection or test Symbol Ref. (see Clause 4 of the generic
speecificationy - P FAAX,
yd
Sub-grop Bl
Dimensipns 4.2.2, e Clause 1|of
App. B /\ %\stan rd]
Sub-group B3 N
Robustrl}s of terminations
Where applicable:
® Bendipg (D) 749, | Force = [see 7 \ No damage}
1L, 1.2

Sub-group B4
Solderab

lity

Good wetting

Sub-grodp BS
Rapid change of temperature,

N N\
T, =

Sfollowed| by:
a) For hon-cavity devices ~ Damp- t 2, severity 55 °C,
heat, [cyclic (D) cles =
with fingl measurements: [xa\ USL
e cut-off current
o forwafd current trangfer rdtio LE(1) LSL Us§L
[note 4]
b) For davity devices
— Sealing 744, Sub-clause 7.2, 7.3 or 7.4 combined
/\ \ > I, 7 with test Qc, 68-2-17
Sub-grodp B8 1
Electricall endur 747.2, Reverse bias or: operating life
\Y [at high
(Power dissipation = 80% to 100% temperaturd]
of B, max.)
with fingl measiw
o cut-off current [note 3] 2USL
o forwafd current trans atio B 0.8 LSL | 1.24SL
[notg 4]

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, B5 and B8

Notes 3. — Specify one cut-off current from Sub-group A2b, preferably Icgo)
4. — When given in A2b.
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Groure C

Contréles périodiques

LIS = limite inférieure de la spécification

LSS = limite supérieure de la spécification } du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Limites des exigences
Conditions & T, = 25°C de controle
Examen ou essai Symbole Réf. sauf s;fécific.ati_on contraire
(voir article 4 de la BF HF
spécification générique)
/ﬁi’fn\ max. A, min. | max.
N
Sous-groupe CI \
PDimensions 422, ir agticle Nde [cette norme}
ann. B <\
AV
Sous-groupe C2a
Fréquence de transition fr T-041 X
Capacité de sortie en base Co T-007 X X
Commune
il y a lieu: < <
Capacité de transfert inverse Ciae T-042 X
en émetteur commun >
S'il y a lieu: <
Facteur de temps de trans T-043 X
inverse \(’\\\
Sous-groupe C2b
Pour les tra i (Vo= \T-0 Vee = [spécifiée], X
contenus da 2 o) IXT I = [spécifié],
Variation de Ma_ditfé (de préférence a la tension et
tensions base-émegfeur au courant typiques de fonc-
T, = 25°C et un¢ tionnement)
pérature spécifiée ¢
S'il y a D>
Vale
Cco
fert W - S T-006 [En continu ou en impulsions
selon spécification (note 1)} et:
o dispesitifs pour gpa hayey Ve = [spécifiée faible], X X
signaux I = [spécifié fort]
@ dispositifs pour petits hayesy Vg = [spécifiée], X X
STgTTauX fe—fspéctfic—fatble}
Courant(s) résiduel(s) a haute Tomp = [élevée spécifiée]
température.
Un ou plusieurs des courants et:
suivants:
Courant résiduel collecteur-base Icpop T-001 Veg = [de préférence entre 65% X X
et 85% de Vipo max.l],
I;=0
Courant résiduel collecteur- Teexey T-009 Vee = [de préférence entre 65% X X
émetteur et 85% de Vigx max.l],
Vee = [X spécifiée]
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Grour C

Periodic

LSL = lower specification limit

USL = upper specification limit } from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

: Inspection requirement
Conditions at T, = 25°C limits
. unless otherwise specified
Inspection or test Symbol Ref. (see Clause 4 of the LE HF
generic specification)
. ,m{ jeobieH max.
Sub-grqup CI
Dimenjions ot 4.2.2, e Clause N\ of\thig stamdard)
App. B (
Sub-grqup C2a
Transitjon frequency fr T-041 Vee(Ves) = [specified],
I(Iy) = [specified},
f = [specified] \
Commgpn-base output capacitance Gy T-007 > X X
Where|appropriate:
Commbpn-emitter reverse trans- Cie T-042 X
fer capjacitance
Where| appropriate:
Reverse transfer time factor /i( T-043 % X
Sub-grpup C2b \
For mptched-pair trangistor - | -0 ¢ = [specified], X
contais{ed in the sapfe ‘sase Vel I [specified],
encapsplation: Change i the referably at typical operating
differepce between bas€-griitter voltage and current)
voltagg
and a ifi i
ture 7]
Where
Static i
forwail 10: T-006 [d.c. or pulse as specified
(note 1)]
and:
@ large-signal_dev My Vee = [specified low], X X
I = [specified high]
o smillsigpal devices haye Vee = [specified], X X
l\' = [t?Pl‘ifiPd lnw}
Cut-off curreni(s) at high tem- Tomp = Ispecified highj
perature.
One or more of the following: and:
Collector-base cut-off current Icao T-001 Ves = [preferably between 65% X X
and 85% of Vo max.]
I.=0
Collector-emitter cut-off current Icexy T-009 Vee = [preferably between 65% X X
and 85% of Veex max.]
Vae = [X specified]
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Groupe C (suite)

Limites des exigences
Conditions & T, = 25°C de contréle
Examen ou essai Symbole Réf. sauf s;?emfl(‘:atlon contraire
(voir article 4 de la BF HF
spécification générique)
min. | max. | min. | max.
Courant résiduel collecteur- Iegrey T-009 Vee = [de préférence entre 65% X x
émetteur et 85% de Vg max.],
Ry = [R spécifiée]
Courant résiduel collecteur- Icese T-009 Vce = [de préférence entre 65% X x
émetteur et 85% de Vg max.],
Vyp =
Cqurant résiduel collecteur- Ickop T-009 Vce = [de préférence entre 65% X X
émhetteur et 85% de Vego max.l,
;=0 C
2= A NS

%

®
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